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１．概要（Summary） 
半導体レーザーベース光源に組み込む THz 素子部分

のプロセスを試みた。化合物 InGaAs/GaAs 系の結晶

成長の試料を利用して、金属メタマテリアルのパターンを

超格子試料の表面にフォトリソグラフィーで加工し、外部

共振器として超格子と相互作用の効果を調べることを目

指した。分子線エピタキシー(MBE)設備で成長した 
GaAs/AlGaAs 試料を用いて金属メタマテリアルのパタ

ーンを設計し、超格子試料の表面にパターニングを形成

し評価を行った。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高速マスクレス露光装置 
【実験方法】 
今回用いた GaAs/AlGaAs 系のウエハー基板は、大学

の学内研究室の MBE 設備を用いて結晶成長を行い作

製した。金属メタマテリアルパターニングを行う前に２層フ

ォトレジスト LOR10A/AZ5214E の標準条件を用いて試

料の準備を行った。 
プロセスの順番として、まず試料の表面に HMDS を散

布した後  LOR10A を  3000 rpm/60 sec で回し、

180℃のホットプレートで5分間ベークした。その後 
AZ5214E のレジストを 3000 rpm/60sec、110℃のホット

プレートで 2 分間ベークした。 
金属メタマテリアルパターニングには高速マスクレス露光

装 置 を 用 い て 、 Step&Repeat モ ー ド で  85-120 
mJ/cm2 Dose 量で露光を行った。 
現像液としては室温で TMAH 2.38 % を利用し 120-
180 sec で、それぞれ現像を行った。 
 
 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 は、高速マスクレス露光装置を用いて、

Step&Repeat モードで 85 mJ/cm2 Dose 量で露光し、

室温で 120sec 間、TMAH 2.38 % の現像液で現像し

た試料表面の顕微鏡のイメージである。 

 
マスクレス露光 Dose 量と現像時間の変化により、パター

ニングが溶けてなくなる、あるいはレジスト LOR10A が残

る状況を顕微鏡のイメージで確認した。 
今回実験を行い、金属メタマテリアルパターニングに必要

なマスクレス露光と現像時間のプロセス条件を調べた。 
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Fig. 1 Optical image of the metamaterial patterns 


